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Studies of optical absorption and luminescence were carried out in CdC12， 
CdBr2' CdC12 : Br， CdCh : 1 and CdBr2 : 1.Intrinsic absorption of CdC12 and CdBr2 
rise exponentially near 5.8 eV and 4.7 eV， respectively， at liquid nitrogen tem-
perature. Excitations in the region of intrinsic absorption give rise to only one 
emission band with a maximum at 2.16 eV in CdCh and at 2.11 eV in CdBr2' By 
doping smal1 amounts of halogen ions heavier than that of host crystals， addi-
tional absorption bands appear in the low energy side of intrinsic absorption edge， 
whose peak positions are as follows: CdCh: Br， 5.68 eV ; CdCh : 1， 5.03 eV and 
5.44 eV; CdBr2 : 1， 4.57 eV. These additional absorption are attributed to those 
of localized excitons at halogen ions doped as impurities. Irradiation with light 
in the region of additional absorption leads to an emission band characteristic to 
each halogen ion doped. The peak positions are located at 2.65 eV in CdC12: Br， 
2.19 e V in CdC12: 1 and 2.52 e V in CdBr2 : 1.All these luminescence are character-
ized by the large Stokes' shift and the strong dependence on the kind of halogen 
ions. The temperature dependence of these Iuminescence are also reported and 
some proposal will be made concerning the relaxed states of excitons in Cd-halides. 








































































































































び Iー のそれぞれについて 181nm，200nm， 226nm 
にあることが知られているω}。ここでは 226nmに
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ABSORPTlON 
CdCI2: I ( 0.1mol'/.) 
LNT 


























CONCENTRATION OF CdI2 IN MIXTURE 
図4 CdC12:1における 5.03eVおよび 5.44eV
にピークを持つ吸収帯強度の1-濃度依存性。
ii) CdCI2: Br 
次に CdClaに少量の Br-を添加すると図5に示す
ように，基礎吸収端の低エネルギー側 5.68eVにピー











Cd C~: Br 
LNT 
? ?











CdCI2: 1 ( 0.5 mol・'/.) 
LNT 
excited at 
o ----4.96 eV 























Br2の基礎吸収端を示す。 CdBr2に少量の Iー を添加
すると，この基礎吸収端の低エネノレギー側 4.57eVに
ピークを持つ Iー の吸収帯が現われる。この Iー の吸収



























t ， ， ， ， 




















































































CdCI2: 8r (0.01 mol ・'1.)
LNT 
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Cd Br2: I (0.1 mol ・1.) 
lNT 

























































































































側では， ガウス曲線と実測値はずれるが， これは 1- 測定値(白丸で示す〉をつないだものである。この発
濃度が小さいため 1-吸収帯と重なっている母体吸収 光の温度依存性も CdCb:I と同じような振舞を示す
により， 2.11eV発光が励起されるためと考えられ が，発光強度の急激な減少は CdCb:I より低温から
る。次にこの 2.11eV発光の励起スベクトノレを図16 始まるo図19はCdBr2:Iにおける，母体吸収領域で
に示す。破線は蒸着膜を用いて測定された CdBr2の の励起による 2.52eV発光強度の温度依存性を示す。
吸収久ベクトルで、あるo この励起スベクトルより2.11 この発光も図18の 1-吸収帯励起によるそれと同じ温
eV発光は母体の吸収領域で強く励起されることがわ 度から発光強度の急激な減少が始まるo しかし LNT



























印 CI2・(0目5"'01'1， ) 
2.2 eV EMISSION 











































Cd Br2: I (0.1 mol'l. ) 
2.5 eV EM ISSION 
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1 I TEMPERATURE (Kー}




















(K) TEM PERATURE 
200 300 100，-寸TT1
CdBr2 
2.1 eV EMISSION 
















CdBr2 : 1 (0・1mol"lo)
2・5eV EMlSSION 

















Localized exci ton absorption bands Table 1. 
6ri(A) 
CdBr2 5.20 4.57 0.63 
Br--I- NaBr 6.76α 6.411 0.35 0.30 0.23 
KBr 6.8oa 6.401 0.40 
CdC12 6.35 5.03 1.32 
CI--I- NaCl 7.96a 6.90C 1.06 0.55 0.37 
KCl 7.76α 6.691: 1.07 
CbC12 6.35 5.68 0.67 
CI--Br由 NaCl 7.96a 7.72d 0.24 0.25 0.14 
KCl 7.76a 7.46d 0.30 
ムEa(eV)6E(eV) El(eV) Eh(eV) HOST 
Eh. Peak positions of the lowest energy absorption bands of host crystals. 
El Peak positions of localized exciton absorption bands. 
6E=Eh-El. ムEa:Difference in electron affinity. 
ムロ Differencein ionic radius. 

















































しているo また 3jJ54s 状態はスピン軌道相互作用に
より 2本の準位に分裂していることが期待されるが，
Tubbsらの実験ではそのような分裂は観測されてい








































i) CdClz: Br 









ii) CdBrz: 1 































Emax ~ E (eV) 
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